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[57]申請專利範圍
1.　一種控制非等向性蝕刻之蝕刻深度的導光板模仁製作方法，係包括有：於一具蝕刻深度
終止層的矽基材上以微影與非等向濕蝕刻製作出一圖案化特徵層，該圖案化特徵層斷面

呈梯形狀；於該圖案化特徵層上形成一電鑄起始層；將上一步驟的最終結構置入電鑄槽

內，以成形一具特定厚度的模體；及令該模體予以獨立而為一導光板模仁，該模仁上的

特徵斷面即呈梯形狀；上述圖案化特徵層的形成步驟係包括：於該蝕刻深度終止層表面

形成一特徵層；於特徵層表面形成屏幕層；於屏幕層表面覆蓋光阻，並運用曝光顯影技

術，來形成圖案化光阻；以該圖案化光阻為蝕刻罩幕，對下方屏幕層進行蝕刻，將圖案

化光阻的圖案轉移至該屏幕層，令其形成一圖案化屏幕層；去除圖案化光阻；對特徵層

進行非等向濕蝕刻，令對應蝕刻處的蝕刻深度終止層予以外露，且蝕刻處的側邊呈一斜

面，而構成一斷面呈梯形狀的圖案化特徵層；去除屏幕層。

2.　如申請專利範圍第 1項所述之控制非等向性蝕刻 之蝕刻深度的導光板模仁製作方法，上
述獨立出模體的步驟係以蝕刻方式去除模體之外的矽基材、蝕刻深度終止層及圖案化特

徵層，以令模體能夠予以獨立而為一導光板模仁。

3.　如申請專利範圍第 1或 2項所述之控制非等向性蝕刻之蝕刻深度的導光板模仁製作方
法，其蝕刻深度終止層係為高濃度摻雜層、二氧化矽、氮化矽、富矽氮化矽、聚亞醯胺

或金屬。

4.　如申請專利範圍第 1或 2項所述之控制非等向性蝕刻之蝕刻深度的導光板模仁製作方
法，其係以濺鍍或蒸鍍方式來形成電鑄起始層。

5.　如申請專利範圍第 1或 2項所述之控制非等向性蝕刻之蝕刻深度的導光板模仁製作方
法，其電鑄起始層係為金屬薄膜。

6.　如申請專利範圍第 1或 2項所述之控制非等向性蝕刻之蝕刻深度的導光板模仁製作方
法，其模體係為 Ni(鎳)、Ni-Co(鎳鈷合金)或其他合金沉積所形成。

7.　如申請專利範圍第 1或 2項所述之控制非等向性蝕刻之蝕刻深度的導光板模仁製作方
法，其進行非等向濕蝕刻所運用之蝕刻液係為四甲基氫氧化銨(Tetra-methyl-ammonium
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hydroxide；TMAH)、氫氧化鉀(Potassium hydroxide；KOH)或乙二胺鄰苯二酚
(Ethylenedamine pyrocatochol；EDP)。

8.　一種控制非等向性蝕刻之蝕刻深度的導光板模仁 製作方法，係包括有：於一矽基材的表
面形成一與矽基材呈相反摻雜載子的矽材料層，此即為一特徵層；於特徵層表面形成屏

幕層；於屏幕層表面覆蓋光阻，並運用曝光顯影技術，來形成圖案化光阻；以該圖案化

光阻為蝕刻罩幕，對下方屏幕層進行蝕刻，將圖案化光阻的圖案轉移至該屏幕層，令其

形成一圖案化屏幕層；去除圖案化光阻；將該矽基材與特徵層連接至一逆向偏壓源，以

令其間接面產生一壓降；對特徵層進行非等向濕蝕刻，當蝕刻液到達此一接面時，會破

壞該接面結構而產生氧化層，而令蝕刻液停止，最後令對應蝕刻處氧化層予以外露，且

蝕刻處的側邊呈一斜面，以構成一斷面呈梯形狀的圖案化特徵層；去除屏幕層；於該圖

案化特徵層上形成一電鑄起始層；將上一步驟的最終結構置入電鑄槽內，以成形一具特

定厚度的模體；及令該模體予以獨立而為一導光板模仁，該模仁上的特徵斷面即呈梯形

狀。

9.　如申請專利範圍第 8項所述之控制非等向性蝕刻之蝕刻深度的導光板模仁製作方法，上
述獨立出模體的步 驟係以蝕刻方式去除模體之外的矽基材及圖案化特徵層，以令模體能
夠予以獨立而為一導光板模仁。

10.   如申請專利範圍第 8或 9項所述之控制非等向性蝕刻之蝕刻深度的導光板模仁製作方
法，該矽基板係為 N單晶矽材料，而該特徵層則為 P單晶矽材料。

11.   如申請專利範圍第 8或 9項所述之控制非等向性蝕刻之蝕刻深度的導光板模仁製作方
法，該矽基板係為 P單晶矽材料，而該特徵層則為 N單晶矽材料。

12.   如申請專利範圍第 8或 9項所述之控制非等向性蝕刻之蝕刻深度的導光板模仁製作方
法，其屏幕層係以二氧化矽或氮化矽來製作。

13.   如申請專利範圍第 8或 9項所述之控制非等向性蝕刻之蝕刻深度的導光板模仁製作方
法，其係以濺鍍或蒸鍍方式來形成電鑄起始層。

14.   如申請專利範圍第 8或 9項所述之控制非等向性蝕刻之蝕刻深度的導光板模仁製作方
法，其電鑄起始層係為金屬薄膜。

15.   如申請專利範圍第 8或 9項所述之控制非等向性蝕刻之蝕刻深度的導光板模仁製作方
法，其模體係為 Ni(鎳)、Ni-Co(鎳鈷合金)或其他合金沉積所形成。

圖式簡單說明

第一圖 A~K係本發明之較佳實施例實施步驟示意圖。

第二圖 A~K係本發明之另一較佳實施例實施步驟示意圖。

第三圖係導光板模仁實施狀態示意圖。
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